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1．はじめに 

 前回、我々は窒素添加 LaB6 界面制御層(IL)

によるしきい値電圧(VTH)制御を用いた、ペン

タセン Pseudo-CMOS について報告した[1]。今

回、デバイスサイズを縮小し、動作特性の向上

に関する検討を行ったので報告する。 

2．試料作製方法および評価方法 

 Wet 酸化により酸化膜(10 nm)を形成した

SiO2/n
+
-Si(100)基板上に、RFスパッタ法により

RF出力 20 W で窒素添加 LaB6 IL (1.2 nm)を室

温堆積した。このとき、ステンシルマスクを用

いてパターニングを行うことで、駆動 OFET 領

域にのみ ILを形成した。次に、ペンタセン(10 

nm)を基板温度室温、堆積レート 0.3 nm/min で

形成した。さらに、Auコンタクト電極(LD/WD 

= 55 m/1500 m、LL/WL = 55 m/100 m)およ

び出力電極を形成した。最後に、Al バックゲ

ート電極を形成し、Pseudo-CMOS を作製した。

作製したデバイスに対して、インバータ特性を

大気中において評価した。 

3．実験結果および考察 

 作製した窒素添加 LaB6 IL を導入した駆動

OFETと導入していない負荷OFETのVTHはそ

れぞれ-2.6 Vと2.1 Vが得られた。図1(a)にVTC

および利得特性を示す。ノーマリーオフの駆動

OFET とノーマリーオンの負荷 OFET により、

インバータ特性を実現した。VTC より、動作

電圧-5 V において、ロジックスイング 4.3 Vが

得られた。また、最大利得は-1.8であった。こ

の VTC を用いたバタフライカーブを図 1(b)に

示す。バタフライカーブより、NMH = 0.79 V

と NML = 0.44 Vが得られることが分かった。 
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図 1 作製したペンタセン Pseudo-CMOS の

(a)VTCおよび利得特性、(b)バタフライカーブ。 
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